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半極性面GaNを用いたLEDは内部電界を軽減する手段の1つとして注目を集めている。しかし、

半極性面 GaN において、特に InGaN/GaN 活性層で欠陥が生じ易く、発光効率の低下を招く。そ

のため、半極性面 GaN を用いた高効率 LED を作製する場合、半極性面特有の LED 構造を検討す

る必要がある。そこで我々は InGaN 下地層と正孔ブロッキング層(HBL)を用いた LED 構造の検討

を行った。なお、LED 構造は r 面サファイア加工基板(r-PSS)上に成長させた{11-22} GaN 上に有

機金属気相成長 (MOVPE) 法を用いて作製した。 
 図1にInGaN下地層を用いて作製したLEDのInGaN下地層を挿入していない場合のエレクトロル

ミネッセンス(EL) 強度を1として規格化したEL強度の下地層In組成依存性を図1に示す。MQWの

In組成を一定とし、InGaN下地層のIn組成を1.7%から7.7%まで変化させた。LEDの発光層は挿入図

に示すように、InGaN/GaN 多重量子井戸構造 (MQWs)を用いた。InGaN下地層を用いることによ

る発光強度の向上を確認した。また、In組成が2.1%において最も発光強度が強くなった。これは、

InGaN下地層の挿入によるMQWs内に発生する歪みや欠陥密度の低減の作用とIn組成の増加によ

る結晶品質の悪化や下地層での吸収の作用の兼ね合いによるものだと考えられる。 
 図2にHBLを用いて作製したLEDのHBLを挿入していない場合のEL強度を1として規格化した

EL強度のHBLにおけるAl組成依存性を図2に示す。HBLのAl組成は5.2%から24.8%まで変化させた。

LEDの発光層は挿入図に示すように、InGaN/GaN 単一量子井戸構造 (SQW)を用いた。図2より、

HBLを挿入することによる発光強度の向上を確認した。また、HBLのAl組成が高くなるにつれて

発光強度が向上した。これは、Al組成の増加によりHBL障壁高さが高くなり、正孔のオーバーフ

ローがより抑止できているためと考えられる。 
 InGaN下地層とHBLを組み合わせたLEDの 20 mA電流注入時において、発光強度は従来のLED
と比較して約 3 倍向上し順方向電圧は 3.2 V であった。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 図 1 規格化 EL 強度の 
InGaN 下地層における In 組成依存性 

 

図 2 規格化 EL 強度の 
HBL における Al 組成依存性 
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